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Sistema amplificador de poténcia GaN RF de 8000-12000 MHz, tipico de 200 W

0 sistema GaN cobre 8000-12000 MHz com saida saturada tipica de 200 W e saida
tipica de 40 W na compressao de 1 dB. O ganho é minimo de 53 dB com
planicidade tipica de +1.5 dB.
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Especificacoes elétricas - +2s.0vnc; 25°C; 500
Parametro Simbolo Minimo Tipico Maximo Unidade
Frequéncia de operacao BW 8000 - 12000 MHz
Poténcia de saida na compressao de P-1dB - 40 - W
1dB
Poténcia de saida RF @ PSAT PSAT - 200 - W
Ganho de poténcia @ PSAT Gp 53 - - dB
Planicidade do ganho de poténcia @ AGp - +1.5 - dB
PSAT
Perda de retorno de entrada S11 - -15 - dB
Harmonicos a 200 W H - -15 - dBc
Sinais espurios @ PSAT Spur - -60 - dBc
Impedancia de entrada/saida Impedance - 50 - Q
Tensao de operagao VDC - 28 - VDC
Eficiéncia de poténcia adicionada @ Eff - 20 - %
200W
Corrente DC @ 200W IDD - 36 - A
Valores maximos absolutos
Parametro Valor nominal
Poténcia RF de entrada sem dano +10 dBm maximo
VSWR da carga a Pout =100 W oo; Todas as fases e amplitudes de carga; continuo
Sobrecarga térmica 85 °C » Desligamento (maximo)
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LC R F LCPAS-8000-12000-200

Especificag&es ambientais - Metas de projeto; confirmacao necessaria para a aplicagdo

Parametro Minimo Tipico Maximo Unidade Notas

Temperatura de operacao -20 - 50 °C -

Temperatura de armazenamento -25 - 65 °C Temperatura de
armazenamento

Umidade relativa (sem - - 95 % -

condensacado)

Especificacoes mecanicas

Parametro Valor Unidade
Dimensdes 430 x 400 x 133 mm (maximo) mm
Peso 15 kg (maximo) kg
Conector de entrada RF SMA, fémea -
Conector de saida RF N-K -
Interface DC/controle Hibrido, D-Sub 7W2, macho -

Desenho dimensional mecanico
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Todas as dimensdes estdao em mm [in].
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Interface de alimentacao e controle

Pino n° Descri¢ao
Al Al —Terra
A2 A2 — Alimentacao positiva
1 1 — Habilitagdo
2 2 —Terra
3 3 — Saida de medicao de
temperatura
4 4 — Saida de medicdo de
corrente
5 5—Terra

Aviso do documento

LCPAS-8000-12000-200
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Especificagdo

Terra

+28V

Nivel TTL alto (3.3 V); polarizagdo interna para nivel baixo
Terra

750 +20 mV @25 °C; 10 mV/°C

100 mV/A

Terra

As especificagoes podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisdo vigente e os requisitos especificos
do produto. A proposta aprovada e a documentacdo do pedido definem a configuracao fornecida.
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